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Introducéo

Carbeto de silicio (SiC) € um material com excelen-
tes propriedades para aplicagbes em dispositivos
eletrbnicos que envolvam alta temperatura, freqién-
cia e poténcia. Além disso, SiC é o Unico semicon-
dutor composto que pode ser oxidado termicamente
formando um fiime de SiO,. Apesar dessas
vantagens, os dispositivos fabricados em SiC tém
propriedades elétricas inferiores aos fabricados em
Si, impedindo a ampla utilizacdo do SiC. Tratamentos
térmicos em H, sdo procedimentos bem
estabelecidos para passivar eletricamente os defeitos
na interface SiO./Si, mas seus efeitos em SiO,/SiC
ainda ndo sao conclusivos. O papel o fiime de Pt
(usado como eletrodo dos capacitores e transistores)
na incorporacdo de H na interface SiO,/SiC, assim
como a influéncia do politipo de SiC, ainda nédo estédo
claros. Este trabalho investiga a incorporacdo de 2H
(deutério=D) nas estruturas SiO,/4H-SIiC e /6H-SIC
com e sem o eletrodo de Pt.

Resultados e Discussao

Determinamos as quantidades e os perfis de D
incorporado em filmes de SiO, crescidos
termicamente sobre a face (0001) de 4H e 6H-SIiC
usando reacgdes nucleares. Os tratamentos térmicos
em D, foram realizados a 650°C apds o crescimento
térmico dos filmes de SiO, em 0, a 1100°C. A
Figura 1 apresenta os perfis de D no caso do politipo
4H nas estruturas sem (superior) e com (inferior)
eletrodo de Pt. Na estrutura SiO,/ 4H-SiC, todo D
incorporado (5,5x10* D/cm?) esté localizado préxi-mo
a interface SiO,/ SiC. Na estrutura SiO,/6H-SiC, o
mesmo tipo de perfil € observado, mas a quantida-de
de D incorporada (4x10" D/cm? é menor. Atribuimos
a diferenca nos perfis de D entre os dois politipos as
diferentes taxas de oxidagdo, visto que a do politipo
4H é ligeiramente maior que a do 6H, gerando uma
maior concentracdo de compostos carbonaceos na
interface  SiO,/4H-SIC, que sdo centros de
incorporagdo de D. Quando os tratamen-tos térmicos
em D, sao realizados em estruturas com eletrodo de
Pt, observamos uma incorporacdo muito maior de D
nos dois politipos: 4H: 85 e 6H: 40 x10 D/cm?
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evidenciando o efeito da Pt na incorpo-ragcdo do D. O
perfil de D na amostra Pt/SiO./4H-SiC evidencia a
incorporacdo de D nas interfaces Pt/SiO, e SiO,/SiC.
As concentracdes de D na interface Pt/SiO, séo
similares para os dois politipos, indicando que esse
acimulo de D é uma proprieda-de dos filmes de Pt e
de SiO,, nao dependendo do politipo de SiC utilizado.
A incorporacdo de D nessa regido pode estar
relacionada com defeitos intrinsecos da superficie do
SiO,, como centros E,, que também sdo observados
em filmes de SiO, sobre Si. Quando analisamos a
concentracdo de Dna regido da interface SiO,/SiC,
observamos novamente uma maior incorporacéo de D
no caso do politipo 4H do que para o 6H: 55? 15x10™

D/cm?.
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Figura 1. Perfis de D em estruturas SiO,/4H-SiC
(superior) e Pt/SiO,/4H-SiC (inferior).

Conclusoes

Determinamos que ha uma incorporagcdo de
hidrogénio uma ordem de grandeza maior na
presenca de Pt. Esperamos, como conseqiéncia,
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uma maior passivacado elétrica da interface SiO./SiC,
gue esta sendo atualmente testada.
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